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Uklad przemiany czestotliwosci
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~ Przedmiotem wynalazku jest uklad przemiany
czestotliwoéci ze znoszeniem sie sygnaléw niepoza-
danych przeznaczony do tranzystorowych superhe-

terodynowych odbiornikéw radiofonicznych i tele-

wizyjnych.

Zbyt male tlumienie sygnaléw wejsciowych o
czestotliwosel poéredniej oraz przenikanie sygnalow
wejsciowych wielkiej czestotliwoSci i napiecia he-
terodyny do wazmacniacza czestotliwo$ci posred-
niej, jak réwniez duza wrazliwo§¢ na zaklécenia
odbioru wywolane intermodulacjg i modulacja
skroéng s powaznymi wadami odbiornikéw ra-
diowych z przemiang czestotliwoéci. Ze wzgledu na
bardzo ograniczony zakres napigé¢ wejSciowych,
przy ktérych elementy péiprzewodnikowe pracuja
Jiniowo, wspomniane wyzej zjawiska sg szczegél-
nie dokuczliwe w odbiornikach tranzystorowych,
przy czym bardzo istotny wplyw na wlaSciwoéci
calego odbiornika ma zastosowany w nim ukiad
przemlmny czestotliwosci.

‘Celem wynalazku jest zmniejszenie zakl6ceri od-
‘bioru wywolanych modulacjg skro$na oraz popra-
wa jakoSci radiowych odbiornikéw superheterody-
nowych przez linearyzacje pracy stopnia przemfa-
ny czestotliwosci.

.Zmane dotychczas péliprzewodnikowe uklady prze-
miany czestotliwoéci o zwiegkszonej odpornoéci na
modulacje skro$ng zbudowane sa badZ na poje-
dynczym tranzystorze polowym dwubramkowym z
izolowanymi bramkami, bqdZ tez jak w ukladzie
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wedlug polskiego opisu patentowego nr 76 940, na

dwéch symetrycznych, dwubramkowych tranzysto-
rach polowych, ktére sa sterowane napieciem: syg-
naldw wejSciowych w sposéb réinicowy, za§ na-
pieciem heterodyny w sposéb réwnolegly, przy
czym napiecie wyjSciowe poéredniej czestotliwoéei
jest napieciem pobieranym w ‘Sposéb’ ‘réznicowy
z impedancji obcigzenia wlgczonej miedzy dreny,
wzglednie miedzy Zrédia zastosowanej pary syme-
trycznych’ tranzystoré6w polowych.

Istota wynalazku jest to, ze w ukladzie prze-
miany czestotliwo$ci zbudowanym na dwéeh - ta-
kich samych elementach przemiany czestotliwoéci
elementy te sterowane sa w sposéb réznicowy za-
réwno napieciem sygnaléw wejéciowych jak i na-
pigciem heterodyny, a napiecie wyjéciowe posred-
niej czestotliwosci pobierane jest ze wspélnej im-
pedancji obcigZenia dolaczomej réwnolegle do elek-
trod wyjéciowych obu elementéw przemiany cze-
stotliwodci.

Uklad przemiany -czestotliwo$ci bedacy przed-
miotem niniejszego wynalazku moze by¢ Wwylkonany
w postaci monolitycznego lub hybrydowego ukla-
du scalonego. Zalety oméwionego wyzej ukladu
przemiany czestotliwoéci wedlug wynalazku ' pre-
dystynuja ten uklad do stosowania w odbiornikach
radiofoniicznych i telewizyjnych jak réwniez w in-
nych urzgdzeniach elektronicznych, ktérych zasada
dzialania wymaga stosowania przemiany czestotli-
wosci,
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Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na ry-
sunku, na ktérym fig. 1 przedstawia ogélny uklad
wyjasniajacy zasade dzialania wynalazku, a fig. 2
przyklad rozwiazania wynalazku z zastosowaniem
tranzystoréw bipolarnych.

W ukladzie wyjasniajgcym zasade dzialania wy-
nalazku podanym mna fig. 1 oznaczenia A i B
przedstawiaja dwa takie same elementy przemia-
ny czestotliwosci, 1a i 1b — elektrody wejsciowe
odpowiednio elementéw przemiany A i B, 2a i 2b
— elektrody. wyjsciowe tych elementéw, 3a i 3b —
wispélne wejécibWo—wyjélciowe elektrody elemen-
tébw przemiary A i B, 8 — uklad symetryzujacy
Zr6dlo napiecia sygnalu uzytecznego, 1s i 2s —
wyprowadzenia wejéciowe ukladu symetryzujacego
S, 3s i 48 — symetryczne wyjScia tego ukladu, a
58 — jego wyjsciowe wyprowadzenie zerowe, H —
uklad symetryzujacy zrédlo napiecia heterodyny,
przy czym 1h i 2h oznaczajg wyprowadzenia wej-
Sciowe ukladu symetryzujgcego H, 3h i 4h — sy-
metryczne wyjscia tego uktadu, a 5h stanowi je-
go zerowe wyprowadzenie wyjSciowe. Zp jest im-
pedancja obc-ia‘ienia ukladu, gdzie 1p i 2p przed-

stawiajg wyprowadzenia  wyjéciowe ukladu prze-

miany czestotliwosci.

W ukladzie tym réznicowe sterowanie elemen—
t6w przemiany A i B zaréwno napieciem sygnalu
uzytecznego jak i napieciem heterodyny zrealizo-
wano odpowiednio przez polgczenie symetrycznych
wyjsé 3s i 4s ukladu symetryzujacego Zrédio na-
piecia sygnalu uzytecznego S odpowiednio z wej-
S§ciami 1a i 1b elementéw przemiany czestotliwoSei
A 1B .oraz polaczenie symetrycznych wyprowa-
dzen: wyjsciowych -3h i.4h ukiadu symetryzujacego
2r6dlo, napiecia heterodyny H odpowiednio ze
wsplnymi ... wejsciowo-wy jsciowymi elektrodami
elementéw; przemiany A i B, to jest z wyprowa-
dzeniami 3a oraz 3b. Napigeie poSredniej ‘czesto-
tliwosci wystepuje tu na impedancji Zp, ktéra
dzieki wlgczeniu jej miedzy wyprowadzenia 2p
i 1p jest dolaczona .réwnolegle do elektrod wyj-
Sciowych elementéw. przemiany A i B i stanowi
ich wspblng impedancje obcigzenia. W ukladzie
tym przez wilgczenie dwach jednakowych impe-
danéjvi odpowiednio miedzy. wyprowawdzeniami 3a
i 3h oraz 3b i 4h moZna linearyzowaé wejéciowe
charakterystyki elementéw A i B. W ;omawia-nyrn
ukladzie przez wlaczenie regulow}anej rezystancji
migdzy wyprowadzenia 5h i 1p mo#zna zrealizowaé
regulacje wzmocnienia pme‘mlany czestortliwodei.

. Przykilad wukladu przemiany -czestotliwosei we-
dlug wynalazku przedstawiony jest na fig. 2. W
ukladzie tym do przemiany czestotliwoéei zasto-
sowano “dwa Jednakowe tranzystory bipolarne A
i B a do symetryzacn zr6dla napiecia sygnalu u-
zyltelcznewgo Us i #r6dla napiecia het%rodyny Un
sluza odpowiednio . transformatory symetryzujace
S i H Symetryczne wyjscia 3s i 4s transforma-
tora S dolaczone sa o\deowwdnm do bazy la tran-
zystora A i do bazy 1b tranzystora B, natomiast
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symetryczne wyjScia 3h i 4h trwnwsmowmatora H
polagczone sa z emiterami 3a i 3b _tran!zys.’voréw
A i B poprzez dwa jednakowe rezystory Ra i Rb,
linearyzujace wejSciowe charakterystyki tranzy-
storobw A i B. Impedancja obcigzenia Zp w po-
staci réwnoleglego obwodu rezonansowego LC do-
strojonego do czestotliwosSci posSredniej dolaczona
jest jednym wyprowadzeniem 2p do polaczonych
razem w punkcie 2 kolektoréw 2a i 2b tranzysto-
ro6w A i B, natomiast drugie wyprowadzenie 1p
impedancji Zp zwarte jest przez kondensator C3
z masg ukladu 1, z ktérg poprzez kondensatory
C1 i C2 zwarte sg réwniez wyprowadzenia zerowe
5s i 5h transformatoréw syemet‘ryz:ujacyc;h‘ S iH.
Rezystory R1, R2 i R3 doprowadzaja ze 21‘6d_la na-

‘piecie zasilania Usat, napiecie stale zapewmniajace

odpowiednig polaryzacje tranzystoré6w .A i B.
Zastrzezenia patentowe

1. Uklad przemiany czestotliwoéci zawierajacy
dwa jednakowe elementy przemiany czestotliwosci,
tekie jak tranzystory bipolarne lub polowe oraz
dwa uklady symetryzujace odpowiednio Zrédlo na-
piecia sygnalu uzytecznego i Zroédlo napiecia he-
terodyny, takie jak transformatory symetryzujace
lub symetryczne uklady rezystorowe, znamienny
t{ym, ze symetryczne wyjdcia ukladu symetryzujg-
cego #Zrodlo napiecia sygnalu uzytecznego (S) to
jest wyprowadzenia (3s) oraz (4s) polaczone sg od-
powiednio z wejsciami (1a) oraz (1b) elementéw
przemiany czestotliwosci (A) i (B), a symetryczne
wyjdcia ukladu symetryzujacego 2Zrédio napiecia
heterodyny (H) to jest wyprowadzenia (3h) oraz
(4h) polaczone sa odpowiednio ze wspélnymi wej-
sciowo-wyjsciowymi elektrodami elementéw prze-
miany (A) i (B), to jest z wyprowadzeniami- (3a)
oraz (3b), natomiast wyprowadzenia wyjsciowe (2a)
oraz (2b) tych elementéw przemiany sg polgczone

.ze sobg bezposrednio i miedzy powstale w ten spo-

s6b wyprowadzenie wyjsciowe ukladu przemiany
czestotliwosci (2p) a wyprowadzenie zerowe tego
ukladu (1p) polaczone z wyprowadzeniami zerowy-
mi (5s) oraz (5h) ukladéw symetryzujgcych Zrédio
napiecia sygnatu uzytecznego (S) i #Zrédlo napieciz
heterodyny (H) wilaczona jest impedancja obciaze
nia (Zp), na ktérej wystepuje hapiecie ‘poSrednie’
czestotlimiosdei.

2. Uklad wedlug =zastrz. 1, znamienny tym,
ze symetryczne wyjécia ukladu symetryzujacege
zr6dlo napiecia heterodyny (H) to jest wyprowa-
dzenia (3h) oraz (4h) polaczone sg odpowiednio 7
wyprowadzeniami (3a) oraz (3b) elementéw prze-
miany czestotliwosei (A) i (B) poprzez dwa taki-
same rezystory.

3. Uklad wedlug zastrz. 1 lub 2 z automa-

‘tyczng regulacjg wzmocnienia, znamienny tym, e

miedzy wyprowadzeniem (5h) a Wwyprowadzetiiem
zerowym (1p) zawiera rezystancje, ktérej wantosé

_jest regulowana napiecia_m regulacyjnym automa-

tycznej regulacji wzmocnienia.



91 933

Usar



	PL91933B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


